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ESERCIZIO 1 (Settimana 7)
Dato Pamplificatore di figura, avente i seguenti parametﬁ (a 25°C):

Vpp =36V, R, =100 kQ, Rg =1 MQ, Rp = 6 kQ, Rg; = 0.2 kQ, RL=4k§2;

Qu: MOSFET ad arricchimento a canale n,
Ing =3 mA; Vpsg =12 V V=3V, VTZkW/L SmA (k= unC(,XIZ) rq= 150 kQ;
(Tpss)
determinare:

1) il valore delle resistenze Ry, Ry, Rgo, sapendo che R;//R; = Rg;
2) il guadagno di tensione A, = V,/V, a centro banda;
3) laresistenza di ingresso R, indicata;
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